































































































































すでに10数年前には薄膜技術を総合的に扱った成書，“Thin Film Phenomena ”1)や
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BizOs ・TiO2 )の他，Bi過剰(9Bi203 ･ TiOj )及びTi過剰(4Bi2O3･ Ti02)としたものも用
いた。基板となるBii2Ge02o単結晶は，(110)面に平行に切り出し, 0.3μｍのアルミナ粉で鏡









































　　　　写真。基板温度:(a) 350°C,(b) 425°C.(c) 550゜Ｃ
-18-






























































450°Ｃであった．Ｂｉ不足の4Bi2O3 ･ TiO, ターゲットからは単一相の膜は得られなかった。ま
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a = 3.24265Å, c = 5.1948Å
1975±25°Ｃ
４ Mohs　　　　　　　　　　　　　　　　j









ｎＯ°1.9985, n。= 2.0147 (λ= 6328 A)



































































































































































































































































































































































650 MHzにおける測定は, 57 MHzの場合と同じ膜厚で行なわれているが，伝搬損失は大幅に
増加し，約80 dB/ｃｍとなった。57～98 MHz での伝搬損失の値4 dB/ｃｍは，通常の圧電単結


















こ匹 　Ａ(石英) Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
SiOo 100 66 65 65 69
B203 ０ 9.5 ８ 6.5 ３
Ｍ２０ ０ ６ 13 14 15
M'O ０ 12 ２ ８ 12










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. W. Warner, M. Onoe and G. A. Coquin:　J. Acoust. Soc. Amer. 42 (1967) 1223.
R. Beckmann: Phys. Rev. 110 (1958) 1060･
G. Heiland, E. MoUwo and Ｆ. Stockmann:　Solid State Physics 8 (1958) 191･
R. M. Malbon, D. L. Walsh and D. Ｋ. Winslow: Appl. Phys. Lett. 10 (1967) 9･
S. Wanuga, Ｔ.Ａ. Midford and J. P. Dietz:　Ultrasonic Symp. (Dec. 1965) 1-6･
G. A. Rozgonyi and Ｗ. J. P011tｏ: Appl. Phys. lj･tt. 8 (1966) 220･
M. Minakata, N. Chubachi and Y. Kikuchi: Jpn. J. Appl. Phys. 12 (1973) 474･
K. Wasa, K. Ohji, 0. Yamazaki and Ｓ. Hayakawa:　Proc. 6th Internl. Vacuum Congr. 1974,
Jpn. J. Appl. Phys. Suppl. 2， Pt. 1, p. 745.
N. F. Foster:　J. Vac. Sci. Tech. 6 (1969) 111･
F. S. Hickernell and J.W. Brewer: Appl. Phys. Lett. 21 (1972) 389･
D. L. Raimondi and Ｅ. Ｋｅy: J. Vac. Sci. Tech. 7 (1970) 96･
R. Inaba, T. Ishiguro and N. Mikoshiba: Jpn. J. Appl. Phys. 10 (1971) 1493･
B. T. Khuri-Yacub, G. S. Kino and Ｐ. Galle: J. Appl. Phys. 46 (1975) 3266･
T. Hada, K. Wasa and Ｓ. Hayakawa: Thin Solid Films 7 (1971) 135･
T. Hata, E. Noda, 0. Morimoto and Ｔ. Hada: ・1979 IEEE Ultrasonics Symp. Proc. p. 936.
T. Shiosaki:　1 978 IEEE Ultrasonics Symp. Proc. p. 100.
松本，黄，村山，町田，渋谷：電子通信学会技術研究報告US77-24(1977).
T. Takagi, I. Yamada, K. Matsubara and Ｈ. Takaoka:　J. Cryst. Growth 45 (1978) 318.
N. F. Foster and G. A. Rozgonyi: Appl. Phys. Lett. 8 (1966) 221･
N. F. Foster, G. A. Coquin, G. A. Rozgonyi and F. A. Vannatta: IEEE Trans. Sonics Ultrason.
SU-15 (1968) 28･
C. p. Sandbank and M. B. N. Butler: Electron. Lett. 7 (1971) 499･
箕輪，山之内，柴山：音響学会講演論文集(1971) 83.
Ｆ. S. Hickernell: J，Appl. Phys. 44 (1973) 1061.
T. Shiosaki, E. Ieki and A. Kawabata: Appl. Phys. Lett. 28 (1976) 475･
G. S. Kino:　1979 IEEE Ultrasonics Symp. Proc. p. 900.







G. Galli and J. E. Coker: Appl. Phys. Lett. 16 (1970) 439･
J. M. Hammer, D. J. Channin, M. T. Duffy and J. P. Wittke:　Appl. Phys. Lett. 21
(1972) 358･
T. Shiosaki, S. Ohnishi, Ｙ. Hirokawa and Ａ. Kawabata:　Appl. Phys. Lett. 33 (1978) 406･
Ｇ.Ａ. Rozgonyi and Ｗ.J. Polito:　J.Vac Sci. Tech. 6 (1969) 115･
E. L. Paradis and Ａ.J. Shuskus: Thin Solid Films 38 (1976) 131.
33) T. Shiosaki, S. Ohnishi, Y. Murakami and Ａ. Kawabata:　J. Cryst. Growth 45 (1978) 346.
34) T. Mitsuyu, S. Ono and Ｋ. Wasa: J. Appl. Phys. 51 (1980) 2464･
35) T. Mitsuyu, ０. Yamazaki, Ｋ. Ohji and K. Wasa: Ferroelectrics42 (1982) 233･
36）中鉢：応用物理46(1977) 663.
37) N. Chubachi, Ｍ. Minakata and Ｙ. Kikuchi: Jpn. J. Appl. Phys. Suppl. 2 Pt. 1 (1974) 737･
38）皆方，中鉢，菊地：電子通信学会技術研究報告us 73-37 (1974),
39) ASTM card #5･0664.
40) G. S. Kino and Ｒ.S. Wagers: J. Appl. Phys. 44 (1973) 1480･
41) W. R. Smith, H. M. Gerard, J. H. Collins,T. M. Reeder and H. J. Show:　IEEE Trans. Micro-
　　　wave Theory Tech. MTT-17 (1969) 856.















A. J. Slobodnik, P. H. Karr and Ａ,J. Budreau: J. Appl. Phys. 41 (1970) 4380･
S. Ono, K. Wasa and Ｓ. Hayakawa:　Wave Electron. 3 (1977) 35･
I. Brodie, L. T. Lamont and Ｄ.０. Myers: J. Vac. Sci. Tech. 6 (1969) 124･
L. J. van der Pauw: Phlips Res. Rep. 13 (1958) 1.
F. Pizzarello: J. Appl. Phys. 43 (1972) 3627･
G. W. Farnelland E. L. Adler: Physical Acoustics (Academic Press,New York, 1972) Vol. 9
p. 35.
Ｔ. Shiosaki, T･Yamamoto and Ａ. Kawabata:　1977 IEEE Ultrasonics Symp. Proc･ p. 814.
B. T. Bernstein: J. Appl. Phys. 34 (1963) 169･
J.J. Campbell and W. R. Jones: IEEE Trans. Sonics Ultrason. SU-!5 (1968) 209･
J. K. Liu, R. B. Stokes and K. M. Lakin:　1975 IEEE Ultrasonics Symp. Proc. p. 234.
K. Sezawa:　Bull. Earthquake Res. Inst. 3 (1927) 1.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S/Ｎ: FM 4.5kHz dev. 20～500 Hz
























































































































































































































































































子の最高動作周波数は, Lauら31)が水晶基板上のSSBW (surface-skimming-bulk-wave )を








果，電極指幅0.875/imで2.２ GHz, 0.5 /imでは4.４ GHz のこれまで得られなかった高い中心
























































































































が見られる。 h/λが大きいため１次高次モードの基本波がリーキ一波とならず, 0.9 GHz付近に
大きなスプリアス・レスポンスとして現われている。この点でもh/λは，より小さくすること
が望ましい。
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　　　　　　　　WAVENUMBER ( cm"' )
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